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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成25年10月17日(2013.10.17)

【公開番号】特開2011-56257(P2011-56257A)
【公開日】平成23年3月24日(2011.3.24)
【年通号数】公開・登録公報2011-012
【出願番号】特願2010-199436(P2010-199436)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   6/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｔ   1/24     (2006.01)
   Ｇ０１Ｔ   1/36     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ   6/00    ３３０Ｚ
   Ａ６１Ｂ   6/00    ３３３　
   Ａ６１Ｂ   6/00    ３００Ｓ
   Ｇ０１Ｔ   1/24    　　　　
   Ｇ０１Ｔ   1/36    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成25年9月2日(2013.9.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線を発生するＸ線源（２２）と、
　テルル化カドミウム（ＣｄＴｅ）半導体検出器素子を含み、前記Ｘ線源から放射される
Ｘ線を受け取るＸ線検出器（１００、２００）と、
　被検体（１４）の複数の走査画像を収集するために横方向走査経路（２８）に沿って前
記Ｘ線源及び前記Ｘ線検出器を移動するコントローラ（３２）と、
を具備し、
　前記ＣｄＴｅ半導体検出器素子はアノード（３０４）及びカソード（３０２）を具備し
、前記アノード（３０４）はインジウム材料及びアルミニウム材料のうち少なくとも一方
を具備し、前記カソード（３０２）はプラチナ材料を具備し、
　前記横方向走査経路（２８）は、前記被検体（１４）の長手方向軸を横断する第１経路
と、前記被検体（１４）の長手方向軸に平行な第２経路とを含み、
　前記横方向走査経路（２８）は、前記第１経路と前記第２経路との間を交互に繰り返す
、
走査型骨密度計（１０）。
【請求項２】
　前記Ｘ線源（２２）はデュアルエネルギーＸ線源である請求項１に記載の走査型骨密度
計（１０）。
【請求項３】
　前記Ｘ線検出器（１００）は複数のＣｄＴｅ半導体検出素子を具備し、各ＣｄＴｅ半導
体検出素子は光子計数素子（３０４）を具備する、請求項１に記載の走査型骨密度計（１
０）。
【請求項４】
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　前記Ｘ線検出器（１００）は複数のＣｄＴｅ半導体検出器素子（１０２）を具備し、各
ＣｄＴｅ半導体検出器素子はショットキーコンタクト（３０４）を具備する請求項１に記
載の走査型骨密度計（１０）。
【請求項５】
　前記Ｘ線検出器（１００）は複数のＣｄＴｅ半導体検出器素子（１０２）を具備する、
請求項１に記載の走査型骨密度計（１０）。
【請求項６】
　前記Ｘ線検出器（２００）は、千鳥配置配列で配置された複数の線形ＣｄＴｅ半導体検
出器アレイを具備する、請求項１に記載の走査型骨密度計（１０）。
【請求項７】
　前記Ｘ線検出器（１００）は、線形検出器アレイ（１０４）を形成するように配列され
た複数のＣｄＴｅ半導体検出器素子（１０２）を具備する、請求項１に記載の走査型骨密
度計（１０）。
【請求項８】
　前記Ｘ線検出器（１００）は複数のＣｄＴｅ半導体検出器素子（１０２）を具備し、各
ＣｄＴｅ半導体検出器素子は間隙（１４０）により隣接するＣｄＴｅ半導体検出器素子か
ら分離される請求項１に記載の走査型骨密度計（１０）。
【請求項９】
　カソード（３０２）と、
　アノード（３０４）と、
　前記カソードと前記アノードとの間に配設され、デュアルエネルギー横方向走査型Ｘ線
源（２２）から放射されるＸ線をＸ線エネルギーに比例する電流に変換するように構成さ
れたテルル化カドミウム（ＣｄＴｅ）半導体検出器素子（３００）と、
を具備し、
　前記アノード（３０４）はインジウム材料及びアルミニウム材料のうち少なくとも一方
を具備し、前記カソード（３０２）はプラチナ材料を具備する、
Ｘ線検出器（１００、２００）。
【請求項１０】
　前記Ｘ線検出器は、線形Ｘ線検出器アレイ（１０４）を形成するように配列された複数
のＣｄＴｅ半導体検出器素子（３００）を更に具備する、請求項９に記載のＸ線検出器（
１００）。
【請求項１１】
　前記Ｘ線検出器は複数のＣｄＴｅ半導体検出器素子（３００）を更に具備し、各ＣｄＴ
ｅ半導体検出器素子は光子計数素子（３０４）を有する、請求項９に記載のＸ線検出器（
１００）。
【請求項１２】
　前記Ｘ線検出器は、千鳥配置パターンで配列された複数のＣｄＴｅ半導体検出器素子（
３００）を更に具備する、請求項９に記載のＸ線検出器（１００、２００）。
【請求項１３】
　前記Ｘ線検出器は、複数のＣｄＴｅ半導体検出器素子（３００）及び各半導体の上に形
成されたショットキーコンタクト（３０４）を更に具備する、請求項９に記載のＸ線検出
器（１００、２００）。
【請求項１４】
　前記アノード（３０４）はショットキーコンタクトである請求項９に記載のＸ線検出器
（１００、２００）。
【請求項１５】
　前記Ｘ線検出器（１００）は複数のＣｄＴｅ半導体検出器素子（１０２）をさらに具備
し、前記ＣｄＴｅ半導体検出器素子（３００）の一部は間隙（１４０、２６０）により分
離される、請求項９に記載のＸ線検出器（１００、２００）。
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